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SiCの製造・加工技術
～結晶成長・加工プロセス技術と各種課題への対応～

書籍版／書籍＋PDF版（ＣＤ－ＲＯＭ）

★EVや再生可能エネルギー発電、データセンター用途に向け益々需要が見込まれる、SiCウェハ・SiCデバイスの低コスト量産化に向けた
大口径化・高品質化等の各種対応や取り組みを詳述！

第1章　SiC 材料の種類・基本構造とその物性・特徴など
第1節　各種SiC の構造および特徴・物性
　第1項　昇華再結晶法向けSiC 原料高純度炭化ケイ素（SiC）粉末
　第2項　SiC 単結晶の構造および物性・特徴
　第3項　パワー半導体用SiCエピタキシャル薄膜・ウェハの基本特性
第2節　SiC とその他次世代パワー半導体材料との比較
第2章　SiC ウェハの結晶成長
第1節　SiC 単結晶成長の基礎理論
第2節　SiC 結晶成長技術
　第1項　昇華再結晶法
　第2項　高温溶液成長法
　第3項　4H-SiC のホモエピタキシャル成長の基礎とその応用
第3節　SiC の結晶欠陥
第4節　結晶成長プロセスにおける高品質化・欠陥低減技術
　第1項　昇華法と溶液成長を組み合わせた欠陥低減技術
　第2項　多数枚ウエハ上への同時成長・基底面転位（BPD）密度の低減技術
第5節　SiC 結晶の測定評価・欠陥スクリーニング技術
　第1項　各手法による結晶欠陥検出法とその特徴・使い方
　第2項　結晶成長プロセスのその場観察・可視化技術とその評価
　第3項　エピタキシャル薄膜の欠陥スクリーニング法・測定評価技術
第3章　SiC ウェハ製造のための加工プロセス
第1節　SiC ウエハ加工プロセスの流れとそのポイント
第2節　各工程にかかわる装置・部材技術
　第1項　ウェハ切断
　第2項　ウェハ研削
　第3項　ウエハ研磨・CMP
　第4項　SiC ウエハの洗浄方法
第3節　加工面の分析・評価技術
　第1項　加工面の分析・評価法
　第2項　ミラー電子顕微鏡による加工ダメージの非破壊検査

第4節　 SiC 加工に関する塑性変形と破壊挙動の数値シミュレーション
第4章　SiC 半導体デバイス加工に向けた関連技術・部材
第1節　イオン注入・アニール処理
　第1項　イオン注入・アニール処理
　第2項　各種レーザ照射によるアニール処理の比較・優位性評価
第2節　 SiC 基板のエッチング
　　　　～ RF マグネトロンプラズマを用いた大面積均一エッチング技術～
第3節　SiC ウェハの個片化技術およびスクライブ& ブレイク法
第4節　SiC の接着・接合技術
　第1項　SiC パワーデバイスの高耐熱・高信頼性接合技術と開発動向
　第2項　常温ウェハ接合技術のSiC 接合応用
第5節　SiC 薄膜コーティング技術
第5章　SiC パワーデバイスの品質・信頼性と性能向上
第1節　SiC パワーSBD
第2節　 SiC パワーMOSFET の種類および構造・特性と組立・プロセス技術
第3節　界面の測定評価法
　第1項　界面特性・欠陥の測定評価法
　第2項　機器分析およびシミュレーションを組み合わせた界面解析技術
第4節　SiC パワー半導体の品質および劣化評価
　第1項　SiC パワーMOSFET における各種特性の発現・劣化メカニズム
　第2項　SiC MOSFET 固有の劣化モード（AC-BTI）とその評価
　第3項　SiC パワーデバイスにおけるバイポーラ通電劣化
　第4項　SiC パワー半導体のキャリア寿命の測定・制御
第5節　SiC パワーデバイスの回路設計・シミュレーション
第6章　SiC 量産・普及拡大に向けた動向・各種取り組み
第1節　SiC ウエハ市場・価格動向と今後の見通し
第2節　 市場・技術開発動向（国内外）、アプリケーションごとのトレンド
第3節　SiC ウェハ製造・加工における技術課題への対応・今後
　第1項　Si ウエハ製造・加工プロセスとの比較
　第2項　SiC ウエハ製造・加工における大口径化・高速化への課題
　第3項　 SiC チップ接合におけるパワー半導体パッケージの品質・生産性向上の取り組み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇太平洋セメント(株) 初森 智紀 〇関西学院大学 大谷 昇 〇(株)レゾナック 百瀬 賢治 〇Wolfspeed Japan(株) 向出 徳章
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○SiCの基本特性を把握！…SiC 原料粉末から単結晶・エピタキシャル薄膜まで、その特徴・物性｜他半導体材料との比較
○結晶成長プロセス技術と欠陥低減策…基礎理論から各手法・エピタキシャル薄膜成長技術と欠陥低減に向けた取り組み｜各種の欠陥検出・スクリーニング手法も網羅
○ウェハコストの大半を占める加工工程を深掘！…切断・研磨・ＣＭＰ・洗浄等各プロセスに求められる要件とは？その取り組みとは？｜加工の影響・ダメージを評価する各

種検査法・シミュレーション手法について｜アニール処理やダイシング・接合プロセスなど関連のデバイス加工技術も網羅
○SBD・MOSFET等、SiCパワーデバイス品質に関わる各種特性の制御・評価法…バイポーラ通電劣化他、様々な劣化メカニズムとその対策｜界面特性や欠陥、キャリア

寿命等の測定評価法、各種シミュレーション｜結晶欠陥や加工ダメージ、各種劣化現象が品質に及ぼす影響とは？
○SiC量産・普及拡大に向けた動向・各種取り組み…SiCウエハの市場・価格動向や今後期待されるアプリケーション｜シリコンウエハ製造加工プロセスとの比較検討｜SiC

チップ接合プロセスにおける品質・生産性向上の取り組み
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